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 PbSe 等の半導体をナノサイズまで小さくした量子ドット（QDs）では，バン
ドギャップの２倍以上のエネルギーをもつ光子１個から複数個の励起子を生成
する逆オージェ効果や，複数個の励起子が相互作用して無輻射緩和やイオン化
を誘起するオージェ効果が顕著に起こる事が知られている。オージェ効果は，
生成した励起子ないしキャリアの有効活用を阻害するので，QDs の光学特性を
応用する上でそれらの性質を調べることは重要である。本研究では，PbSe と同
じⅡ－Ⅵ化合物半導体である CdTe QDs を合成し，逆オージェ効果を初めて観
測した。また，保護剤の異なる QDs のオージェ効果のサイズ依存性をフェムト
秒過渡吸収分光により解析し新しい知見を得たので報告する。 
 テトラデシルホスホン酸(TDPA)，オレイン酸，チオグリコール酸(TGA)を保
護剤として，異なるサイズの CdTe QDs をそれぞれ合成した。Ti:Sapphire レ
ーザーを用いて発光寿命測定や過渡吸収スペクトル測定を行い，ダイナミクス
の励起波長，励起光強度依存性を解析した。 
 逆オージェ効果の観測は発光寿命測定の励起波長依存性を調べることにより
行った。直径 3.7 nm の CdTe QDs では，発光減衰曲線は励起波長に依存しなか
ったが，5.4 nm の試料では，266 nm 励起の発光減衰曲線に 400 nm 励起では
観測されない明らかな速い成分が存在した。逆オージェ効果の効率(量子効率：
QE)を励起エネルギーとバンドギャップとの比(hν/Eg)に対してプロットすると，
CdTe QDsの逆オージェ効果の閾値は hν/Eg ≈2.5であることがわかった。一方，
異なる保護剤を用いた CdTe QDs のオージェ効果のサイズ依存性は，400 nm を
励起光とした過渡吸収ダイナミクスの励起光強度依存性の解析により行った。
第一励起子吸収ピークにおいて，励起光強度を上げるにつれて数ピコから数十
ピコ秒の新しい緩和成分が現れた。これはオージェ再結合による成分であり，
粒子のサイズが大きくなるほど遅くなった。ダイナミクスを 2 成分又は３成分
の単一指数関数の和として解析を行いオージェ効果の時定数(τAuger)が求めると，
粒径（D）に対して冪乗 Dm に比例し，TGA，オレイン酸で保護した QDs で各々
m が 4.6, 7.0 という異なる結果を示した。同じ CdTe にも関わらず，保護剤に
よりτAuger の挙動が異なることから，QDs のオージェ効果は表面状態に大きく影
響を受けることが示唆された。 
